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発明の内容（概要）

【課題】シリコン基板に形成される凹部の加工精度を高める
ことのできるシリコン基板のエッチング方法及び該方法を用
いるシリコン基板のエッチング装置を提供する。

【解決手段】シリコン基板に対してその厚さ方向に延びる凹
部を形成する際に、シリコン基板を含む基板Ｓを収容する真
空槽１１内に六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスのプラズマを生成
して、該シリコン基板の厚さ方向に延びる凹部を形成する。
加えて、真空槽１１内に三フッ化ホウ素（ＢＦ３）ガスのプ
ラズマを生成して、上記凹部の内壁面にホウ素とシリコンと
を含む保護膜を形成する。

１０：ドライエッチング装置、１１：真空槽、１１ａ：排気口、
１１ｂ：ガス供給口、１２：石英窓、１３：基板ステージ、
１４：ステージ電極、１５：バイアス用高周波電源、
１６：バイアス用整合器、２１：高周波アンテナ、
２１ａ：上段アンテナ、２１ｂ：下段アンテナ、２１ｃ：電力入力部、
２１ｄ：電力出力部、２２：アンテナ用高周波電源、
２３：入力側可変コンデンサ、２４：アンテナ用整合器、
２５：出力側可変コンデンサ、
２６：磁場コイル、２６ａ：上段コイル、２６ｂ：中段コイル、
２６ｃ：下段コイル、
２７：電流供給部、２７ａ：上段供給部、２７ｂ：中段供給部、
２７ｃ：下段供給部、３１：排気部、３２：エッチングガス供給部、
３３：保護膜形成ガス供給部、

シリコン基板のエッチング装置の一実施形態としての
ドライエッチング装置の概略構成


